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【背景】 

 最近第 5世帯携帯無線通信において使用周波数帯が 28GHz帯に決まるなど，無線通信周波数帯

は情報量の増加に伴い高くなる傾向にあるため，高性能な RF-MEMS スイッチが再注目されてい

る。RF-MEMSスイッチは小型で低消費電力な他，ON 時には低挿入損失，OFF時には高いアイソ

レーションを示し，特に高い周波数帯において半導体式 RF スイッチより高性能であることが知

られている。しかし，長い動作寿命を保証するため，低抵抗で硬い接点材料を選ぶ必要がある。 

 本研究では磁場印加型反応性プラズマ支援成膜法で作製した窒化ホウ素（BN）膜[1]をRF-MEMS

スイッチの新しい接点材料として導入し，高性能で長寿命な RF-MEMSスイッチを提案する。BN

膜は耐熱・耐久性に優れているため，BN 膜で形成された RF-MEMSスイッチの接点部は ON 時に

発生する高温による接点の融着が起こりにくくなり，長寿命とともに耐電力性も向上できる。 

 本報告では，BN 膜を接点部で持つ RF-MEMSスイッチの作製に必要な BN 膜のパターニングに

おいて 4 種類のドライエッチング法を試した結果を述べ，最も適した BN 膜のドライエッチング

法について議論を行う。 

【実験方法】 

 Si基板上に基板バイアスが−120 Vと−180 Vで成膜された BN 膜に対して，ICP-RIE（NE-550），

CCP-RIE（1515Z），ECRエッチャー（ECR-6001），Ion 

beam milling（IBE, 20IBE-C）の 4種類の装置を用いて

パターニングを施した。 

【結果及び考察】  

 図1に4種類の装置を用いてそれぞれ−120 Vと−180 

Vの基板バイアスで成膜された BN膜のエッチングレ

ートを示す。−180 V の基板バイアスで成膜された BN

膜におけるエッチングレートは ICP > ECR > IBE > 

CCP，−120 Vの基板バイアスで成膜された BN 膜にお

けるエッチングレートは ECR > ICP > IBE > CCP の順

となった。BN 膜の Knoop 硬さと表面粗さは，成膜時

の基板バイアスに大きく依存することがわかってい

る[1]。我々は図１で示すエッチングレートの変化は，

成膜時の基板バイアスの違いによるものではないか

と考えている。 

参考文献： [1] M. Noma et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 53, 03DB02 (2014). 
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